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本申请公开了一种沟槽型半导体功率器件

及版图，沟槽型半导体功率器件包括：圆环形的

元胞区；第一终端区，位于所述元胞区内部，所述

第一终端区为圆形，所述元胞区围绕所述第一终

端区；第二终端区，位于所述元胞区外侧，所述第

二终端区为圆环形，围绕所述元胞区；栅接触区，

至少将所述元胞区隔断；屏蔽栅接触区，至少将

所述元胞区隔断；所述栅接触区和所述屏蔽栅接

触区将所述元胞区分隔形成圆弧段。
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1.一种沟槽型半导体功率器件，包括：

圆环形的元胞区，所述元胞区内形成与圆环形的元胞区相适配的圆环形的栅沟槽结

构；

第一终端区，位于所述元胞区内部，所述第一终端区为圆形，所述元胞区围绕所述第一

终端区；

第二终端区，位于所述元胞区外侧，所述第二终端区为圆环形，围绕所述元胞区；

栅接触区，至少将所述元胞区隔断；

屏蔽栅接触区，至少将所述元胞区隔断，所述屏蔽栅接触区形成屏蔽栅沟槽结构；

所述栅接触区和所述屏蔽栅接触区将所述元胞区分隔形成圆弧段；

所述栅沟槽结构延伸至所述栅接触区中；

所述栅沟槽结构被所述屏蔽栅接触区隔断，在所述屏蔽栅接触区处形成开口；所述屏

蔽栅沟槽结构设置于所述栅沟槽结构的开口处；

所述屏蔽栅接触区内的屏蔽栅沟槽结构、所述元胞区内的栅沟槽结构以及所述栅接触

区中的栅沟槽结构共同形成圆环形。

2.根据权利要求1所述的沟槽型半导体功率器件，其中，所述栅接触区为直线形，所述

栅接触区的一端设置于所述第一终端区内，另一端穿过所述元胞区以及第二终端区，延伸

至所述第二终端区远离所述元胞区的边缘；

所述屏蔽栅接触区为直线形，所述屏蔽栅接触区从所述元胞区与所述第一终端区的交

界处延伸至所述元胞区与所述第二终端区的交界处。

3.根据权利要求1所述的沟槽型半导体功率器件，其中，包括：

第一掺杂类型的衬底；

第一掺杂类型的外延层，位于所述衬底第一表面；

源沟槽结构，位于所述终端区中，并且延伸至所述栅接触区中，所述元胞区中的源沟槽

结构和所述栅接触区中的源沟槽结构共同形成圆环形的源沟槽结构；

第二掺杂类型的基区，设置于相邻的源沟槽结构和/或栅沟槽结构之间，所述第二掺杂

类型和所述第一掺杂类型相反；

第一掺杂类型的源区，设置于所述元胞区内的基区中，所述源区被所述栅接触区和所

述屏蔽栅接触区分隔形成圆弧段。

4.根据权利要求3所述的沟槽型半导体功率器件，其中，所述栅沟槽结构包括：

从外延层的表面向其内部延伸的栅沟槽；

位于所述栅沟槽下部的第一屏蔽栅，所述第一屏蔽栅经由第一屏蔽介质层与所述栅沟

槽的内壁隔离；以及

位于所述栅沟槽上部的控制栅，所述控制栅经由栅介质层与所述栅沟槽的内壁隔离，

且所述控制栅和所述第一屏蔽栅之间经由绝缘层隔离；

所述源沟槽结构包括从所述外延层的表面向其内部延伸的源沟槽，覆盖所述源沟槽内

壁的源介质层，以及填充于所述源沟槽的源极导体；

所述屏蔽栅沟槽结构包括从所述外延层的表面向其内部延伸的屏蔽栅沟槽，覆盖所述

屏蔽栅沟槽内壁的第二屏蔽介质层，以及填充于所述屏蔽栅沟槽的第二屏蔽栅；

所述屏蔽栅沟槽的下部与所述栅沟槽的下部连通，所述第一屏蔽栅与所述第二屏蔽栅
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连接，所述控制栅经由所述栅介质层与所述第二屏蔽栅隔离。

5.根据权利要求4所述的沟槽型半导体功率器件，其中，包括：

控制栅导电结构，设置于所述栅接触区内，所述控制栅导电结构与所述栅沟槽结构的

控制栅连接；

第一源极导电结构，设置于所述元胞区内，与所述元胞区内的源区和基区连接；

第二源极导电结构，设置于所述终端区内，与所述源沟槽结构的所述源极导体和基区

连接；

屏蔽栅导电结构，设置于屏蔽栅接触区内，经由所述屏蔽栅沟槽结构与所述第一屏蔽

栅连接；

所述第一源极导电结构、所述第二源极导电结构和所述屏蔽栅导体结构分别与所述控

制栅导电结构隔离。

6.根据权利要求5所述的沟槽型半导体功率器件，其中，所述元胞区中设置多圈所述栅

沟槽结构时，每一圈所述栅沟槽结构内设置一个控制栅导电结构，形成多个并联的栅沟槽

结构。

7.一种沟槽型半导体功率器件版图，包括：

圆环形的元胞区，所述元胞区包括与圆环形的元胞区相适配的圆环形的沟槽栅结构；

第一终端区，位于所述元胞区内部，所述第一终端区为圆形，所述元胞区围绕所述第一

终端区；

第二终端区，位于所述元胞区外侧，所述第二终端区为圆环形，围绕所述元胞区；

栅接触区，至少将所述元胞区隔断；

屏蔽栅接触区，至少将所述元胞区隔断，所述屏蔽栅接触区包括屏蔽栅沟槽结构；

所述栅接触区和所述屏蔽栅接触区将所述元胞区分隔形成圆弧段；

所述栅沟槽结构延伸至所述栅接触区中；

所述栅沟槽结构被所述屏蔽栅接触区隔断，在所述屏蔽栅接触区处形成开口；所述屏

蔽栅沟槽结构设置于所述栅沟槽结构的开口处；

所述屏蔽栅接触区内的屏蔽栅沟槽结构、所述元胞区内的栅沟槽结构以及所述栅接触

区中的栅沟槽结构共同形成圆环形。

8.根据权利要求7所述的沟槽型半导体功率器件版图，其中，所述栅接触区为直线形，

所述栅接触区的一端设置于所述第一终端区内，另一端穿过所述元胞区以及第二终端区，

延伸至所述第二终端区远离所述元胞区的边缘；

所述屏蔽栅接触区为直线形，所述屏蔽栅接触区从所述元胞区与所述第一终端区的交

界处延伸至所述元胞区与所述第二终端区的交界处。

9.根据权利要求7所述的沟槽型半导体功率器件版图，其中，包括：

源沟槽结构，位于所述终端区中，并且延伸至所述栅接触区中，所述元胞区中的源沟槽

结构和所述栅接触区中的源沟槽结构共同形成圆环形的源沟槽结构。

10.根据权利要求9所述的沟槽型半导体功率器件版图，其中，包括：

控制栅导电结构，设置于所述栅接触区内的栅沟槽结构中；

第一源极导电结构，设置于所述元胞区内相邻的栅沟槽结构之间；

第二源极导电结构，设置于所述终端内的第一源沟槽结构中，相邻的源沟槽结构之间，
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以及相邻的栅沟槽结构和源沟槽结构之间；

屏蔽栅导电结构，设置于屏蔽栅接触区内的屏蔽栅沟槽结构中；

所述第一源极导电结构、所述第二源极导电结构和所述屏蔽栅导体结构分别与所述控

制栅导电结构隔离。
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一种沟槽型半导体功率器件及版图

技术领域

[0001] 本申请涉及半导体技术领域，特别涉及一种沟槽型半导体功率器件及版图。

背景技术

[0002] 屏蔽栅沟槽功率器件(SGT  MOSFET)是一种新型的功率半导体器件，具有传统深沟

槽MOSFET的低导通损耗的优点，同时具有更加低的开关损耗。屏蔽栅沟槽功率器件(SGT 

MOSFET)作为开关器件应用于新能源电动车、新型光伏发电、节能家电等领域的电机驱动系

统、逆变器系统及电源管理系统，是核心功率控制部件。

[0003] 屏蔽栅沟槽功率器件(SGT  MOSFET)和传统功率器件的主要区别是漂移区引入深

沟槽结构，这种深沟槽结构通过横向电场来耗尽沟槽之间的漂移区，从而使得漂移区(深沟

槽之间的区域)可以采用更高的掺杂浓度，进一步降低导通电阻，突破传统功率器件硅极限

性能。

[0004] 随着屏蔽栅沟槽功率器件(SGT  MOSFET)技术的发展，分离的屏蔽栅沟槽给设计提

供了更大的灵活性。由于分离的屏蔽栅结构相对来讲尺寸比较大，如何通过布局(layout)

来提高器件元胞密度(cell  density)成为了一个首要解决的技术问题。

发明内容

[0005] 鉴于上述问题，本申请的目的在于提供一种沟槽型半导体功率器件及版图，来提

高器件元胞密度。

[0006] 根据本发明的一方面，提供一种沟槽型半导体功率器件，包括：圆环形的元胞区；

第一终端区，位于所述元胞区内部，所述第一终端区为圆形，所述元胞区围绕所述第一终端

区；第二终端区，位于所述元胞区外侧，所述第二终端区为圆环形，围绕所述元胞区；栅接触

区，至少将所述元胞区隔断；屏蔽栅接触区，至少将所述元胞区隔断；所述栅接触区和所述

屏蔽栅接触区将所述元胞区分隔形成圆弧段。

[0007] 根据本发明的另一方面，提供一种沟槽型半导体功率器件版图，包括：圆环形的元

胞区；第一终端区，位于所述元胞区内部，所述第一终端区为圆形，所述元胞区围绕所述第

一终端区；第二终端区，位于所述元胞区外侧，所述第二终端区为圆环形，围绕所述元胞区；

栅接触区，至少将所述元胞区隔断；屏蔽栅接触区，至少将所述元胞区隔断；所述栅接触区

和所述屏蔽栅接触区将所述元胞区分隔形成圆弧段。

附图说明

[0008] 通过以下参照附图对本申请实施例的描述，本申请的上述以及其他目的、特征和

优点将更为清楚：

[0009] 图1a为本申请实施例的沟槽型半导体功率器件的布局结构示意图；

[0010] 图1b为本申请实施例的沟槽型半导体功率器件的各个区域的示意图；

[0011] 图1c为图1b中的A‑B处的截面结构示意图；

说　明　书 1/7 页

5

CN 117558748 B

5



[0012] 图1d为图1b中A‑C处的截面结构示意图；

[0013] 图1e为图1a中E‑F处的截面图；

[0014] 图2示出了本申请实施例的沟槽型半导体功率器件的版图的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 以下在各个附图中，相同的元件采用类似的附图标记表示。为了清楚起见，附图中

的各个部分没有按比例绘制。此外，可能未示出某些公知的部分。为了简明起见，可以在一

幅图中描述经过数个步骤后获得的半导体结构。

[0016] 在描述器件的结构时，当将一层、一个区域称为位于另一层、另一个区域“上面”或

“上方”时，可以指直接位于另一层、另一个区域上面，或者在其与另一层、另一个区域之间

还包含其它的层或区域。并且，如果将器件翻转，该一层、一个区域将位于另一层、另一区域

“下面”或“下方”。

[0017] 如果为了描述直接位于另一层、另一区域上面的情形，本文将采用“直接在……上

面”或“在……上面并与之邻接”的表述方式。

[0018] 图1a为本申请实施例的沟槽型半导体功率器件的布局结构示意图，图1b为本申请

实施例的沟槽型半导体功率器件的各个区域的示意图；

[0019] 图1c为图1b中的A‑B处的截面结构示意图；图1d为图1b中A‑C处的截面结构示意

图；图1e为图1a中E‑F处的截面图。本申请中，第一掺杂类型是N型和P型中的一种，第二掺杂

类型是N型和P型中的另一种。在半导体层中注入N型掺杂剂，例如P、As，可以形成N型半导体

层。在半导体层中掺入P型掺杂剂，例如B，可以形成P型半导体层。

[0020] 参阅图1c至图1e，沟槽型半导体功率器件100包括衬底601以及位于衬底601上的

外延层602。衬底601可以为硅衬底、应变硅衬底、锗衬底、锗硅衬底、碳化硅衬底、三五族化

合物衬底等，且并不限于以上所列举的示例。衬底601作为器件的漏区，具有第一掺杂类型，

于一实施例中，衬底601为N型重掺杂。外延层602可以通过掺杂的方式形成在衬底601中，也

可以通过如外延的方式形成在衬底601之上，外延层602作为器件的漂移区，具有第一掺杂

类型，于一实施例中，外延层602相对衬底601为N型轻掺杂。

[0021] 参阅图1a至图1e，本实施例所提供的沟槽型半导体功率器件100包括元胞区110、

终端区120、栅接触区130以及屏蔽栅接触区140。

[0022] 元胞区110用于形成栅沟槽结构10。本实施例中，栅沟槽结构10为屏蔽栅沟槽结

构。栅沟槽结构10设置于元胞区110内，栅沟槽结构10包括栅沟槽101、位于栅沟槽101下部

的第一屏蔽栅102、位于栅沟槽101上部的控制栅103。栅沟槽101从外延层602远离衬底601

的表面向着外延层602内部延伸，控制栅103位于第一屏蔽栅102的上方，并且二者之间由绝

缘层彼此隔开。在栅沟槽101上部的内壁形成栅介质层104，控制栅103和栅介质层104形成

栅叠层。控制栅103经由栅介质层104与栅沟槽101的内壁隔离。在栅沟槽101下部的内壁形

成第一屏蔽栅介质层105，第一屏蔽栅102与第一屏蔽栅介质层105形成屏蔽叠层，第一屏蔽

栅102经由第一屏蔽栅介质层105与栅沟槽101的内壁隔离。

[0023] 元胞区110内还形成第二掺杂类型的基区603和第一掺杂类型的源区604。在元胞

区110内，基区603位于相邻栅沟槽结构10之间的外延层602中，且与栅沟槽101邻接，源区

604位于相邻栅沟槽结构10之间的基区603中，且与栅沟槽101邻接。圆环形的源区604使得
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源区604的掺杂更容易控制。

[0024] 本实施例中，栅沟槽结构10为圆环形，为配合圆环形的栅沟槽结构10，基区603和

源区604适应性地设置为圆环形。相应地，元胞区110设置为圆环形。元胞区110内可以根据

需要设置一圈或者多圈栅沟槽结构10。

[0025] 元胞区110内还形成第一源极导电结构606a，第一源极导电结构606a位于元胞区

110内的基区603和源区604中，第一源极导电结构606a贯穿源区604到达基区603内部，第一

源极导电结构606a分别与源区604和基区603连接。第一源极导电结构606a配合圆环形的基

区603和源区604设置为圆环形，第一源极导电结构606a与栅沟槽结构10交替排列，且第一

源极导电结构606a与栅沟槽结构10之间经由源区604和基区603隔离。

[0026] 终端区120用于形成源沟槽结构20。源沟槽结构20设置于终端区120内，源沟槽结

构20包括源沟槽201、设置于源沟槽201内的源介质层202和源极导体203。源沟槽201从外延

层602远离衬底601的表面向着外延层602内部延伸，源介质层202覆盖源沟槽201的内壁，源

极导体203与源沟槽201的内壁之间经由源介质层202隔离。

[0027] 本实施例中，在最外圈的栅沟槽结构10的外侧，以及最内圈的栅沟槽结构10的内

侧均形成源沟槽结构20，源沟槽结构20为圆环形或者圆形(例如最内圈的源沟槽结构20)。

相应地，终端区120包括设置于元胞区110内侧的第一终端区120a和设置于元胞区110外侧

的第二终端区120b。第一终端区120a呈圆形，元胞区110围绕第一终端区120a；第二终端区

120b呈围绕元胞区110的圆环形。

[0028] 终端区120内还形成第二源极导电结构606b，第二源极导电结构606b位于源沟槽

结构20的源极导体203内部，与源极导体203连接。第二源极导电结构606b配合圆环形的源

沟槽结构20设置为圆环形。第二源极导电结构606b还可以设置为圆形，方形等(例如最内圈

的源沟槽结构20中的第二源极导电结构606b，以及靠近栅沟槽结构10的源沟槽结构20中的

第二源极导电结构606b)。

[0029] 终端区120内还可以形成基区603，图1c和图1d所示的实施例中，第一终端区120a

和部分的第二终端区120b中设置基区603。终端区120中的基区603设置于相邻的源沟槽结

构20之间，或者相邻的源沟槽结构20和栅沟槽结构10之间。基区603配合源沟槽结构20和栅

沟槽结构10设置为圆环形。终端区120中的基区603和元胞区110中的基区603同时形成，不

需要增加额外地工艺步骤。

[0030] 在终端区120内形成基区603时，第二源极导电结构606b还设置于基区603内部，与

基区603连接。基区603中的第二源极导电结构606b为圆环形。基区603中的第二源极导电结

构606b经由基区603与源沟槽结构20和栅沟槽结构10隔离。

[0031] 栅接触区130用于形成控制栅导电结构605，控制栅103经由控制栅导电结构605实

现对外导电连接。为了方便控制栅103的对外导电连接，栅沟槽结构10延伸至栅接触区130，

即栅沟槽结构10位于元胞区110内和栅接触区130内。

[0032] 控制栅导电结构605设置于栅接触区130内的栅沟槽结构10的控制栅103中，与控

制栅103连接，用于实现控制栅103的导电连接。本申请中，元胞区110中设置多圈栅沟槽结

构10时，每一圈栅沟槽10内设置一个控制栅导电结构605，形成多个并联的栅沟槽结构10，

并联的栅沟槽结构10降低了栅极电阻。

[0033] 为了方便多个控制栅导电结构605之间的互连，本实施例中，将多个控制栅导电结
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构605呈直线排列。相应地，栅接触区130呈直线形。于一实施例中，直线形的栅接触区130的

一端设置于第一终端区120a内，另一端穿过元胞区110以及第二终端区120b，延伸至第二终

端区120b远离元胞区110的边缘。栅接触区130将圆环形的元胞区110隔断，元胞区110在栅

接触区130处形成开口。

[0034] 为了防止控制栅导电结构605与元胞区110内的第一源极导电结构606a以及源区

604之间的短接，元胞区110内的源区604以及第一源极导电结构606a被栅接触区130隔断，

在栅接触区130处形成开口，控制栅导电结构605与第一源极导电结构606a之间相互隔离。

[0035] 为了防止控制栅导电结构605与终端区120内的第二源极导电结构606b之间的短

接，终端区120内的第二源极导电结构606b被栅接触区130隔断，在栅接触区130处形成开

口，控制栅导电结构605与第一源极导电结构606a之间相互隔离。

[0036] 需要说明的是，多个控制栅导电结构605还可以根据需要以其他形状排列，栅接触

区130的形状也可以适应性地改变。

[0037] 屏蔽栅接触区140用于形成屏蔽栅沟槽结构30以及屏蔽栅导电结构606c，第一屏

蔽栅102经由屏蔽栅沟槽结构30以及屏蔽栅导电结构606c以实现对外导电连接。

[0038] 为了方便第一屏蔽栅102的导电连接，栅沟槽结构10被屏蔽栅接触区140隔断，在

屏蔽栅接触区140处形成开口。屏蔽栅沟槽结构30设置于屏蔽栅接触区140内，具体设置于

栅沟槽结构10的开口处，与栅沟槽结构10共同形成圆环形。屏蔽栅沟槽结构30包括：屏蔽栅

沟槽301、设置于屏蔽栅沟槽301内的第二屏蔽栅介质层302和第二屏蔽栅303。屏蔽栅沟槽

301从外延层602远离衬底601的表面向着外延层602内部延伸。第二屏蔽栅介质层302覆盖

屏蔽栅沟槽301的内壁。第二屏蔽栅303与屏蔽栅沟槽301的内壁之间经由第二屏蔽栅介质

层302隔离。屏蔽栅沟槽301的下部与栅沟槽101的下部连通。第一屏蔽栅102与第二屏蔽栅

303连接。屏蔽栅沟槽301内的第二屏蔽栅303与栅沟槽101上部的控制栅103经由栅介质层

104隔离。屏蔽栅导电结构606c位于第二屏蔽栅303中，与第二屏蔽栅303连接。

[0039] 本实施例中，每个栅沟槽结构10的开口处形成一个屏蔽栅沟槽结构30，多个屏蔽

栅沟槽结构30呈直线排列，相应地，屏蔽栅导电结构606c呈直线排列，屏蔽栅接触区140呈

直线形。直线形的屏蔽栅接触区140将元胞区110隔断，元胞区110在栅接触区130处形成开

口。在其他实施例中，多个屏蔽栅沟槽结构30还可以根据需要以其他形状排列，屏蔽栅接触

区140的形状也可以适应性地改变。

[0040] 图1a至图1e所示的实施例中，设置一个栅接触区130和一个屏蔽栅接触区140，在

其他实施例中，可以根据需要设置多个栅接触区130和屏蔽栅接触区140，且栅接触区130和

屏蔽栅接触区140之间可以以任意的相对位置进行设置。元胞区110在每个栅接触区130和

每个屏蔽栅接触区140处均形成开口，栅接触区130和屏蔽栅接触区140将元胞区110分隔形

成多个圆弧段。相应地，源区604在每个栅接触区130和每个屏蔽栅接触区140处均形成开

口，栅接触区130和屏蔽栅接触区140将源区604分隔形成多个圆弧段。

[0041] 元胞区110内的圆环形的第一源极导电结构606a至少被栅接触区130隔断，在栅接

触区130处形成开口。图1a至图1e所示的实施例中，元胞区110内的圆环形的第一源极导电

结构606a被栅接触区130以及屏蔽栅接触区140隔断，形成圆弧段，第一源极导体结构606a

与所述栅极导体结构605相互隔离。在他实施例中，元胞区110中的圆环形的第一源极导体

606a还可以只被栅接触区130隔断，或者元胞区110中的圆环形的第一源极导体606a在任意
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位置形成开口。

[0042] 终端区120内的圆环形的第二源极导电结构606b至少被栅接触区130隔断，在栅接

触区130处形成开口。图1a至图1e所示的实施例中，终端区120内的圆环形的第二源极导电

结构606b被栅接触区130隔断，在栅接触区130处形成开口。在其他实施例中，终端区120内

的圆环形的第二源极导电结构606b在任意位置形成开口。

[0043] 需要说明的是，本实施例中为了方便说明，将沟槽型半导体功率器件划分为元胞

区110、终端区120、栅接触区130以及屏蔽栅接触区140，实际的沟槽型半导体功率器件中，

元胞区110、终端区120、栅接触区130以及屏蔽栅接触区140并不代表具体的结构，各个区域

的边界线(如图1b中的红色虚线)也是为了方便说明而标注，在实际的沟槽型半导体功率器

件中并不存在。

[0044] 栅介质层104、绝缘层、第一屏蔽栅介质层105、源介质层202、第二屏蔽栅介质层

302，可以由SiO2或介电常数大于SiO2的材料构成，例如包括氧化物、氮化物、氮氧化物、硅

酸盐、铝酸盐、钛酸盐。并且，栅介质层104、绝缘层、第一屏蔽栅介质层105、源介质层202、第

二屏蔽栅介质层302，不仅可以由本领域的技术人员公知的材料形成，也可以采用将来开发

的用于电介质的材料。第一屏蔽栅102、控制栅103、第一源极导体203a、第二屏蔽栅303，可

以由能够导电的各种材料形成，例如金属层、掺杂多晶硅层、或包括金属层和掺杂多晶硅层

的叠层栅极导体或者是其他导电材料，例如为TaC、TiN、TaSiN、HfSiN、TiSiN、TiCN、TaAlC、

TiAlN、TaN、PtSix、Ni3Si、Pt、Ru、W、和各种导电材料的组合。

[0045] 尽管未示出，沟槽型半导体功率器件还可以设置介质层、栅金属层、源金属层和漏

金属层。介质层覆盖外延层602、栅沟槽结构10、源沟槽结构20以及屏蔽栅沟槽结构30表面。

[0046] 栅金属层位于介质层表面，贯穿介质层与控制栅导电结构605连接，栅金属层经由

控制栅导电结构605与元胞区110中的控制栅103连接。每一圈栅沟槽结构10中的控制栅导

电结构605连接至相同的栅金属层。

[0047] 源金属层位于介质层表面，源金属层贯穿介质层与第一源极导电结构606a、第二

源极导电结构606b和屏蔽栅导电结构606c连接，源金属层经由第一源极导电结构606a与元

胞区110中的源区604和基区603连接，经由第二源极导电结构606b与终端区120内的第一源

极导体203a和基区603连接，经由屏蔽栅导电结构606c与元胞区110中的第一屏蔽栅102连

接。源金属层608和栅金属层607相互分离。

[0048] 漏金属层设置于衬底601的第二表面，与衬底601连接，衬底601的第一表面和衬底

601的第二表面相对。

[0049] 图2示出了本申请实施例的沟槽型半导体功率器件的版图的结构示意图；如图2所

示，版图800包括元胞区810、终端区820、栅接触区830以及屏蔽栅接触区840。元胞区810为

圆环形，终端区820包括设置于元胞区810内侧的第一终端区820a和设置于元胞区810外侧

的第二终端区820b，第一终端区820a呈圆形，元胞区810围绕第一终端区820a；第二终端区

820b呈围绕元胞区810的圆环形。

[0050] 栅接触区830呈直线形。栅接触区830至少将元胞区810隔断。于一实施例中，栅接

触区830的一端设置于第一终端区820a，另一端穿过元胞区810以及第二终端区820b，延伸

至第二终端区820b远离元胞区810的边缘。屏蔽栅接触区840呈直线形，屏蔽栅接触区840至

少将元胞区810隔断。于一实施例中，屏蔽栅接触区840的一端设置于第一终端区820a内，另
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一端穿过元胞区810到达第二终端区820b。栅接触区830和屏蔽栅接触区840将元胞区810分

隔成一个或者多个圆弧段。

[0051] 版图800包括栅沟槽结构910以及源沟槽结构920，源沟槽结构920包括源沟槽结构

920以及屏蔽栅沟槽结构930。

[0052] 栅沟槽结构910设置于元胞区810，并且延伸至栅接触区830中，元胞区810中的栅

沟槽结构910和栅接触区830中的栅沟槽结构910共同形成圆环形，圆环形的栅沟槽结构910

被屏蔽栅接触区840隔断，在屏蔽栅接触区840形成开口。栅沟槽结构910包括栅介质层914

以及控制栅913，栅介质层914围绕控制栅913。

[0053] 源沟槽结构920设置于终端区820，且延伸至栅接触区830中，元胞区810中的源沟

槽结构920和栅接触区830中的源沟槽结构920共同形成圆环形；位于终端区820最内圈的源

沟槽结构920为圆形。源沟槽结构920包括源介质层922和源极导体923；源介质层922围绕源

极导体923。

[0054] 屏蔽栅沟槽结构930设置于屏蔽栅接触区840中，屏蔽栅沟槽结构930位于栅沟槽

结构910的开口处，填充栅沟槽结构910的开口，与栅沟槽结构910共同形成圆环形。屏蔽栅

沟槽结构930包括第二屏蔽栅介质层932和第二屏蔽栅933；第二屏蔽栅933与控制栅913经

由栅介质层914隔离，第二屏蔽栅介质层932和栅介质层914共同围绕第二屏蔽栅933。

[0055] 沟槽型半导体功率器件100包括控制栅导电结构950以及源极导电结构960。

[0056] 控制栅导电结构950设置于栅接触区830。在栅接触区830内，控制栅导电结构950

位于栅沟槽结构910的控制栅913中。元胞区810中设置多圈栅沟槽结构910时，每一圈栅沟

槽10内设置一个控制栅导电结构950。

[0057] 源极导电结构960包括位于元胞区810中的第一源极导电结构960a、位于终端区

120中的第二源极导电结构960b和位于屏蔽栅接触区840中的屏蔽栅导电结构960c。

[0058] 第一源极导电结构960a设置于元胞区810内，位于相邻的栅沟槽结构910之间，第

一源极导电结构960a配合圆环形的基区603和源区604设置为圆环形，第一源极导电结构

960a与栅沟槽结构910交替排列，且第一源极导电结构960a与栅沟槽结构910之间相互隔

离。圆环形的第一源极导电结构960a被栅接触区830以及屏蔽栅接触区840隔断，形成圆弧

段，第一源极导体结构906a与所述栅极导体结构950相互隔离。

[0059] 第二源极导电结构960b设置于终端区120内，第二源极导电结构960b位于源沟槽

结构920的源极导体923内部。第二源极导电结构960b配合圆环形的源沟槽结构920设置为

圆环形，圆环形的第二源极导电结构960b被栅接触区830隔断，形成圆弧段。第二源极导电

结构960b还可以设置为圆形，方形等。第二源极导体结构960b与所述栅极导体结构950相互

隔离。

[0060] 进一步地，第二源极导电结构960b还设置于相邻的源沟槽结构之间，以及相邻的

栅沟槽结构910和源沟槽结构920之间，第二源极导电结构960b与源沟槽结构920和栅沟槽

结构910隔离。圆环形的第二源极导电结构960b被栅接触区830和屏蔽栅接触区840隔断，形

成圆弧段。

[0061] 屏蔽栅导电结构960c设置于屏蔽栅接触区120内，屏蔽栅导电结构960c位于屏蔽

栅沟槽结构930中。屏蔽栅导电结构960c与栅极导体结构950相互隔离。

[0062] 依照本申请的实施例如上文所述，这些实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不
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限制该发明仅为所述的具体实施例。显然，根据以上描述，可作很多的修改和变化。本说明

书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本申请的原理和实际应用，从而使所属

技术领域技术人员能很好地利用本申请以及在本申请基础上的修改使用。本申请仅受权利

要求书及其全部范围和等效物的限制。
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图1a
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图1b
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图1c
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图1d
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图1e

说　明　书　附　图 5/6 页

16

CN 117558748 B

16



图2
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